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図 3.5. rc-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2の伝導面に垂直磁場を印加 したときの磁化 (上図)とそ

のFourier変換 (下凶)12)
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者とも横軸をhの逆数としている.
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I)q角で囲まれた部分がa-I)面についての単位格 [-である.各辺がそれぞれ格子定数になる.(b)は

b軸方向からの図.((車 よ こト(･面内のKHg(SCN)4分子の配向を示 している.
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の電気抵抗の温度変化の測定結果30).様々な磁場の値 (1Tから1:3Tまで)に関して示してある.
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図 4.10. 図4.9のSdH振動の周波数から予想される,SDW ネスティングにより再構成され

たフェルミ面の形状38).(a)は正常状態のフェルミ面.(b)はSl)W ネスティングにおいて,作り

出される軌道を示している.一次元的なほとんど平行な開いたフェルミ面のネスティング後は,αl

軌道が重なり合っている.(C)はSDW形成後のフェルミ面.
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k]4･11･ 左側の (a)がフィリングは 1/4,V-0.18において我々のモデ)i,を用いて計算 され

たフェルミ面･正常状態のフェルミ面である.右側の(b)が,(a)にSDW ネスティングを行った

後のフてルミ面･ネスティングベクトルQ-(7T/a,7T/b)である.ほとんど平行な開いたフェルミ

面がネスティング後に消滅 している.一方で,不完全ネスティングにより小さな閉軌道 (7)が存

在している.また,ここではβ軌道とα軌道が定義されている.
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図 4.12. 弱磁場領域における, んの関数としての正常状態 (N)とSDW 状態 (SDW)につ

いてのそれぞれのエネ)i,ギー.h-0で 10~6t程度のSDW 利得によりSDW状態が安'/%化されて

いる.両曲線の交点が矢印で記 してある.交点 hl,h2,･･･,hAが複数の 一次転移磁場である.挿入

図は,広い ん領域に関する両曲線.強磁場で正常状態が安定化されている.
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TTF)2MHg(SCN)｡系の概念的なrvsん相図.斜線部分がSDW 状態を表わし, 一次転移線によっ
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さの逆数に関してSdH振動的に振動 している.矢印がNM相とFISDW 相の境界を示う.5K以 上
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わかるように,短周期の振動 (RO)と長周期の振動 (LO)が存在していることがわかる･また,

短周期の J尺0と長周期の 九〇がMBによって結び付けられていることがわかる･
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Cl04 八一0:,

図 5･8(C)･ (C)(a)に各AOポテンシャルとSDW ネスティングを行った後のフェルミ面.左

側がC104,右側がN03である.SDWギャップの大きさ△/taは0.03である.破線はMBにより
運動できる軌道であり,この軌道がROの起源となる.C104もN03も,電子的な運動をする軌道
とホール的な運動をする軌道の2種類あることがわかる.また,実線で示されている小関軌道が

LOの起源である.磁場中の電子の進行方向を矢印で記してある.実線の四角がBZ.
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(Sとun.qLe)V

200300h-1

200 h-1

図 5.9. (a)と(b)は我々の計算結果M(h-1)･(a)がC104,(b)がN03に対する結果である･

それぞれ,上図が NM状態 (△=0),下図がSDW状態 (△-0･03)に拙 さする･(,･)は (h)a)

sDW状態 (△=0.03)に関するFTAのAROとALOの磁場依存･
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図 5.10.ROのFTAの温度依存.(a)C104,(b)N03である･それぞれFourier変換領域は

(a)では86≦h-1≦150(b)では 60≦ h-1≦140である･両方の図において,TsD､V付近で FTA

の急激な変化がある.
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00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.5

h
図 5.ll(a). 磁場中のエネルギーバンド構造に対するフィリング1/2のときのフェルミエネル

ギー.tb/ta-0･61,Lb//ta-0･1,V/ta-0･4である･エネルギーバンドはCI04のNM状態 (△-0)

に対応する.
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7,･t
図 5.ll(a). 磁場中のエネルギーバン ド構造.Lb/ta-0.6,tb,/ta- 0･1,V/ta- O･4である･

CI04のNM状態 (△-o)に対応する.
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h

図 5･11(b)･ 磁場中のエネルギーバン ド構造に対するフィリング1/2のときのフェルミエ不

(△=0.03)に対応する.
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h
図5･11(C)･磁場中のエネルギーバンド構造に対するフィリング1/2のときのフェルミエネル

ギー.Lb/ta -0.6,tb,/La-0･1,V/ta-014である･エネルギーバンドはN()3のNM状態 (△-0)

に対応する.
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h,

図 5.ll(d). 磁場中のエネルギーバンド構造に対するフィリング1/2のときのフェルミエ不

ルギー.tb/ta-0･6,tb,/ta-0･1,V/ta-0･4である･エれ レギーバン ドは N()3の SI)W 雌

(△=0.03)に対応する.
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図 5.ll(d). 磁場中のエネ)i,ギーバン ド構造.tb/ta-0.6,Lb//ta- OIL,V/ta- O･4である･

N03のSDW状態 (△-0.03)に対応する.
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図 5.12.X-C104に対する磁化や磁気抵抗やホール抵抗の測定結果から構築された温度一一磁

場相図71).上側の細い実線が二次転移の境界であり,太い実線が 一次転移の境界である.
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図 5.13.X=C104に対する幾つかの温度における磁気抵抗 (上段),磁化 (中段),ホール抵

玩 (下段)71).磁化について,21くと4.5KにおいてROが約 15T以上から観測されている (矢印

で示してある).分かりにくいが, 両者の鋸歯的波形が逆転していることに注意して欲しい･縦磁

気抵抗 (pzz)にも,2Kと4Kにおいて約 15T以上から,周期的な振動であるROの存在がわか

る (矢印で示してある).
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260/H (T ~1)

図 5.14.X-C104に対する幾つかの温度における音波の測定結果56)･温度は上から川虹 0･･5:

1.5,2.5,3_5,5Kである･3･5Kと2･5Kを境として,位相が丁度半波長ずれているこ… わかる･

矢印に注目して欲 しい.波形の山と谷が逆転していることがわかる･横軸は磁場の強さの逆数で

ある.
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